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１．概要（Summary） 

呼気に含まれる物質の濃度と体調には関係性があるた

め、分子センサにより呼気を調べることで健康管理が可能

である[1]。今回、MOS キャパシタをセンサ構造に採用し、

東京大学武田スーパークリーンルームのリソグラフィ装置

を利用してメッシュ型のゲート電極を作製した。 
 

２．実験（Experimental） 
【利用した主な装置】 
クリーンドラフト潤沢超純水付、レーザー直接描画装置 

【実験方法】 
Si 基板を洗浄後ネガレジストを塗布し、レーザー直接

描画装置により露光、その後現像して電極パターンを形

成した。これ以降の実験は自研究室で行い、基板全面に

金を 25 nm 蒸着後、リフトオフで電極を作製した。 
 

３．結果と考察（Results and Discussion） 
光学顕微鏡で見た現像後のパターンをFig. 1に、リフト

オフ後のパターンを Fig. 2 に示す。Fig. 2 ではウェットプ

ロセスなどの影響でメッシュの角がやや丸くなるなど形状

が変化しているが概ね設計通りの電極作製に成功した。 

 
Fig. 1 Image of the gate electrode pattern after 

development 

 

 
Fig. 2 Image of the gate electrode pattern after 

liftoff of Au 
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